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INVESTICE DO ROZVOJE VZDELAVANI

ELEKTRICKY PROUD V POLOVODI CiCH

OP Vzdélavani
pro konkurenceschopnost

1. Polovodi ¢e

Polovodi¢e mohou snadno ménit sv(j odpor. Mohou tak mit vlastnosti jak vodica tak izolantt, coz
zalezi napfiklad na jejich teploté, osvétleni, pfimésich. Odpor méni v zavislosti na teploté podle nize

uvedeného grafu.
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Experiment: termistor a fotorezistor

sou €astka symbol funkce
termistor

fotorezistor

2. Cisté a p fimésové polovodi ée

» GCisté polovodi ¢ce
jsou bud prvky IV. skupiny (pfedevsim Si, Ge, C, Se, Te), nebo slou¢eniny (GaAs, CdS, PbS). Za
nizkych teplot jsou vSechny elektrony ve vazbach a latka je izolant. Kdyz teplota dosahne
pokojovych hodnot, nékteré elektrony z valenéni vrstvy maji dost energie k opusténi vazby. Vytvori
se par elektron — dira. Jak zaporny elektron, tak kladna dira (chybéjici elektron ve vazbé) mohou
vést proud. Dira se v latce pohybuje diky zaplfiovani elektronem. Proces generace paru je vidét na
obrazcich. Pocet volnych elektron( je u Cistého polovodice stejny, jako pocet dér.
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e pFimésové polovodi ¢e

Pro zvySeni vodivosti polovodiCe se pfidavaji pfimeési.

a) polovodi€ typu N

. pfimés = prvek z V. skupiny (P, As, Sb)
. vice volnych elektron( nez dér, ale celkovy Q =0
. vede proud i za nizkych teplot

b) polovodié typu P

. pfimés = prvek ze lll. skupiny (B, In, Ga)
. vice dér nez elektron(, ale celkovy Q =0
. vede proud i za nizkych teplot

3. Prechod PN, polovodi €ové diody

Diody jsou nelinearni sou¢astky vyrobené z polovodi¢ll P a N a jejich hlavni funkci je propoustét
elektricky proud pouze jednim smérem, kterému fikame propustny smér. Opacny smér zapojeni diody

se nazyva zaverny.
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diodovy jev

Elektrony se pfemisti z polovodi¢e N do
polovodi¢e P aby zaplnily diry, ale toto zméni
naboj — vytvori se napéti = hradlova vrstva Sifky
asi 1um. Elektrony se tak mohou pohybovat jen
jednim smérem — z N do P, tzn. proud muze téci
pouze z P do N = “P Plus Propustny”. Je-i
pfipojené napéti v opacném smeéru, hradlova
vrstva se rozSifi a proud netece.
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voltampérova charakteristika diody
I
A
0,71
U
V 120(12)
; t
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prdrazné napéti \Y
prahové napéti
I
MA
http://kabinet.fyzika.net/aplety/dioda/dioda.html
druhy diod a jejich pouziti
. ,0bycejnd“ — pouziva se k usmérnéni proudu v usmérfiovacich — viz dale (prirazné
napéti zalezi na konstrukci diody a maze byt i vice nez 100 V)
. LED = svételné diody — pfi zapojeni v propustném sméru vydavaji svétlo (rizné barvy)
— kontrolky stavu elektrickych pFistrojli, nepotfebuji mnoho energie
. Zenerovy diody — pouZzivaji se v zavérném sméru po ,prirazu” jako soucast zdroju
stalého napéti (prdrazné napéti muze byt diky konstrukci diody jen nékolik voltd)
. fotodiody — osvitime = dodame energii — ovlivnime hradlovou vrstvu, mohou pracovat

jako proménlivy odpor v zavérném sméru (zavisi na osvétleni)

4. Tranzistory

Tranzistory pouzivame k zesileni zmén elektrického proudu. Jsou vyrobeny z polovodic(i typu P a N.
Skladaji se ze tfi vrstev (PNP nebo NPN), kazda vrstva mé jeden kontakt. Struktura tranzistoru a
znacky tranzistoru PNP a NPN jsou na obrazku

C
C... kolektor
SRR
B... baze —aBs
E ... emitor E

PNP NPN
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tranzistorovy jev

- vysvétlime na zapojeni tranzistoru NPN se spole¢nou bazi B, které je velmi tenk&
- BEje v propustném sméru
- CE -2 diody, jedna v propustném a jedna v zavérném smeéru — proud netece
- kdyz | teCe z B do E — tenka vrstva B zméni své vlastnosti (neni typicky polovodi¢ P
s nedostatkem elektront) - CB neni v zavérném sméru — mlZe téct proud
- vysledek — malé zmény Iz = velké zmény I¢
(samozrejmé musime nejprve nastavit pracovni bod tranzistoru pomoci stejnosmérnych

hodnot Ig I¢)
Ic (MA) | I
—
lg (LA)
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voltampérova charakteristika tranzistoru

proudovy zesilovaci Cinitel tranzistoru ( 3) mA
B= —i:c pro Uce =konst. 30f----mmmm e ,
B Al i
15f------- ’ |
200 400 g
«—> —
Alg MA
druhy tranzistord
. bipolarni — viz dfive, fidi se PROUDEM do baze
. unipolarni neboli FET (field effect transistors) Fidi se NAPETIM mezi bazi a napf.
emitorem, viz obr. Velmi ¢asto se pouzivaji v mikroelektronice.
E B +|B
I I '
N N
P
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Otéazky:

. Vysvétlete, jak se zmeéni odpor, kdyz zahfejeme Cisty a pfimésovy polovodic.

. Je polovodi¢ typu P pozitivni a N negativni? Vysvétlete.

. Vysvétlete diodovy jev.

. Vyjmenujte zakladni druhy diod a jejich pouZiti.

. Nacrtnéte voltampérovou charakteristiku diody. Vysvétlete vyznam prdrazného a prahového
napéti, porovnejte jejich hodnoty.

. Vysvétlete funkci tranzistoru, popiste jeho pouZiti.

. Co predstavuje pracovni bod tranzistoru?

. Definujte proudovy zesilovaci €initel tranzistoru.

. Cim se li&f bipolarni a unipolarni (FET) tranzistory?

OrWNPE
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L5/ 211-222, x223, 225-227
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